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Як в пізнавальному, так і практичному аспектах цікавим є вивчення 
особливостей ефекту п’єзоопору в Sin   при наявності в його забороненій зоні 
глибоких енергетичних рівнів, що належать радіаційним дефектам. Як відомо, 
переважаючим радіаційним дефектом в  -опроміненому Sin   з високим 
вмістом домішки кисню є глибокий енергетичний рівень 17,0cE еВ , що 
належить А-центру (комплекс вакансії з міжвузловим атомом кисню) [1,2]. 
Для дослідження впливу радіаційних дефектів на п’єзоопір Sin  , в 
умовах ]100//[// JX , в нашій роботі використовувались кристали Sin   з 
питомим опором 30300 K смОм   і вихідною концентрацією носіїв струму 
3141024,1  смn , які опромінювались  - квантами 60Сo  дозою 
2
17 .108,3
см
кв
   
На рис. 1 приведено результати вимірювання поздовжнього п’єзоопору 
 -опромінених кристалів Sin   при різних фіксованих температурах в умовах 
].100//[// JX   
 
Рис. 1 - Залежності )(
0
XfX 


 після  -опромінення кристалів Sin   дозою 
2
17 .108,3
см
кв
Ф   для випадку, коли ]100//[// JX , при різних температурах KT , : 1-
77, 2-120, 3-135, 4-170, 5-200, 6-300. 
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На рис.2 приведено температурну залежність концентрації носіїв струму 
в  -опромінених кристалах Sin   дозою 2
17 .108,3
см
кв
 . Як видно з рис.2, 
особливістю залежності )10(
3
T
fn   є перехід від "повного" нахилу рівня 
17,0cE еВ  при температурах XTT   до "половинного" при T > XT . Згідно з 
рис.2, характеристична температура переходу KTx 148 , а відповідна їй 
концентрація 313104)(  смTn X . Значення величини зміни енергетичної щілини 
між глибоким рівнем E  і нижніми долинами зони провідності при деформації 
(при constT  ) рівне [3]: 
                                            
dX
Ed )(
= 0
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
tg
Xn
kT
 ,                                 (8) 
де 0tg - тангенс кута нахилу дотичної до залежності )(Xfn   в точці 0X , в 
якій ).()( 0 xTnXn   
 
Рис. 2 - Температурна залежність концентрації носіїв струму в  -
опроміненому Sin   дозою 
2
17 .108,3
см
кв
 . 
Величина зміни енергетичної щілини між глибоким рівнем 17,0cE еВ  і 
дном зони провідності Sin  , коли ]100//[// JX , в розрахунку на кожні 
2
310
см
кГ  
виявилась рівною: 310)1,045,2(  еВ . 
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